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【手続補正書】
【提出日】平成29年2月23日(2017.2.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板を少なくとも部分的に貫通して伸び、前記基板内にインダクタの少なくとも一
部を形成するビアと、
　コンデンサと、を含むデバイスであって、
　前記コンデンサの誘電体が、前記ビアと前記コンデンサのプレートとの間に、前記ビア
の垂直上方に位置決めされ、
　前記コンデンサの前記プレートは、前記基板の外部で前記デバイス内にある、デバイス
。
【請求項２】
　前記プレートは中間層誘電体（ＩＬＤ）層にある、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記コンデンサの前記誘電体は第１の金属と第２の金属との間にあり、前記プレートは
前記第２の金属を含む、請求項１に記載のデバイス。



(2) JP 2016-518702 A5 2017.3.30

【請求項４】
　インダクタは前記ビアを含み、共振回路は前記インダクタ及び前記コンデンサを含む、
請求項１に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記基板は、ガラスタイプの基板を含み、
　前記ビアは、貫通ガラスビアを含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記基板は、ガラス基板、クオーツ基板、シリコンオンインシュレータ（ＳＯＩ）基板
、シリコンオンサファイア（ＳＯＳ）基板、高抵抗性基板（ＨＲＳ）、ガリウムヒ素（Ｇ
ａＡｓ）基板、リン化インジウム（ＩｎＰ）基板、炭化ケイ素（ＳｉＣ）基板、窒化アル
ミニウム（ＡｌＮ）基板、ロジャーズ社（Ｒｏｇｅｒｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）の積
層板またはプラスチック基板を含み、
　前記ビアは、金属充填ビアであり、
　前記金属は、銅（Ｃｕ）、タングステン（Ｗ）、銀（Ａｇ）または金（Ａｕ）の少なく
とも１つを含み、
　前記誘電体は、二酸化ケイ素（ＳｉＯ２）、窒化ケイ素（Ｓｉ３Ｎ４）、酸窒化ケイ素
（ＳｉＯｘＮｙ）、五酸化タンタル（Ｔａ２Ｏ５）、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）ま
たは窒化アルミニウム（ＡｌＮ）の少なくとも１つを含む、
請求項１に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記ビア内に金属構造体をさらに含み、
　前記金属構造体は、ポリマコアを含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記ビアは、前記基板の内部にあり、
　前記コンデンサの前記プレートの少なくとも一部および前記コンデンサの前記誘電体の
少なくとも一部が、誘電体と向き合う、前記ビアの表面の少なくとも一部の真上にある、
請求項７に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記ビアは、前記基板の表面に対してほぼ垂直な方向に沿って、前記基板を少なくとも
部分的に貫通して伸びている、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記基板の表面に対してほぼ垂直な前記ビアの軸は、前記プレートの領域と交差する、
請求項１に記載のデバイス。
【請求項１１】
　誘電体と向き合う、前記ビアの表面が、前記コンデンサの前記プレートの表面より広い
、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記コンデンサの第２の誘電体が、前記ビアと前記誘電体との間に位置決めされる、請
求項１に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記基板を部分的に貫通して伸びる第２のビアをさらに含み、
　前記ビアは、前記基板を部分的に貫通して伸び、
　前記ビアおよび前記第２のビアは、前記基板内で互いに接合されている、請求項１に記
載のデバイス。
【請求項１４】
　前記ビアは、前記基板内にあり、
　前記コンデンサの前記プレートの少なくとも一部および前記コンデンサの前記誘電体の
少なくとも一部が、前記ビアの少なくとも一部の上に垂直に位置付けられる、請求項１に
記載のデバイス。
【請求項１５】
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　デバイスの基板を少なくとも部分的に貫通して伸び、前記基板内に前記デバイスのイン
ダクタの少なくとも一部を形成するビアを形成するステップと、
　コンデンサを形成するステップと、を含む方法であって、
　前記コンデンサの誘電体が前記ビアと前記コンデンサのプレートとの間に、前記ビアの
垂直上方に位置決めされ、
　前記コンデンサの前記プレートは前記基板の外部で前記デバイス内にある、方法。
【請求項１６】
　前記ビアは、前記基板の内部に形成され、
　前記コンデンサの前記誘電体の少なくとも一部および前記コンデンサの前記プレートの
少なくとも一部が、誘電体と向き合う、前記ビアの表面の少なくとも一部の真上に形成さ
れる、請求項１５に記載の方法。
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